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the protective layer is deposited and after one month.
The result as well as main operational parameters are shown in Table 1.
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The result as wel | as main operational parameters are shown in Table 2.
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2. Supraleitender Dlinnfilm nach Anspruch 1, worin das Element « Ba ist und das Element g8 ein Element
aus der Gruppe ist, die Y, La, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Nd, Sm, Eu und Lu umfaBt. -

3. Supraleitender DUnnfilm nach Anspruch 1, worin das Mischoxid Sr, La, Cu und mindestens ein Element
50 aus der Gruppe enthilt, die Al, Fe, Co, Ni, Zn, Ag und Ti umfaBt.

4. Supraleitender Dilnnfilm nach einem der Ansprliche 1 bis 3, worin der supralsitende Dinnfilm eine
Perovskit- oder Quasi-Perovskit-Kristallstruktur besitzt.

55 5. Supraleitender Diinnfilm nach einem der Ansprliche 1 bis 4, worin das Substrat aus Glas, Quarz,
Siliziumdioxid, Saphir, rostfreiem Stahl oder anderen keramischen Materialien hergestelit ist.

6. Supraleitender Dlinnfilm nach Anspruch 5, worin das Substrat ein Einkristall von Mgo oder SrTiOs ist.
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